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(57) Abstract: The invention relates to a gas-insulated high volt-
age switchgear, comprising at least one bus bar with three phase
conductors (L1, L2, L.3), whereby each phase conductor (L1, 1.2,
1.3) is connected to the input of a respectively provided bus bar
section (11, 21, 31). The phase conductor (L1, L2, 1.3) and the
bus bar section (11, 21, 31) are arranged in a three-phase bus bar
module (40, 41) with three single-phase power switches (12, 22,
32), each arranged in a separate power switch housing (13, 23, 33)
and each bus bar section (11, 21, 31) is connected at the output
therefrom to a respectively provided power switch (12, 22, 32).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine gasisolierte
Hochspannungsschaltanlage mit mindestens einer drei Phasenlei-
ter (L1, 1.2, 1.3) aufweisenden Sammelschiene, wobei jeder Pha-
senleiter (1.1, 1.2, .3) mit dem Eingang eines ihm zugeordneten
Sammelschienentrenners (11, 21, 31) verbunden ist, und wobei die
Phasenleiter (L1, L2, LL3) und die Sammelschienentrenner (11, 21,
31) in einem dreiphasigen Sammelschienenmodul (40, 41) ange-
ordnet sind, und mit drei einphasigen Leistungsschaltern (12, 22,
32), welche je in einem separaten Leistungsschaltergehduse (13,
23, 33) angeordnet sind, und wobei jeder Sammelschienentrenner
(11, 21, 31) ausgangsseitig mit je einem ihm zugeordneten Leis-
tungsschalter (12, 22, 32) verbunden ist.
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Hochspannungsschaltanlage

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine gasisolierte Hochspannungsschaltanlage. Die Erfindung
betrifft weiterhin Module fir die erfindungsgemafe gasisolierte Hochspannungsschalt-

anlage.

Es ist allgemein bekannt, dass gasisolierte Hochspannungsschaltanlagen mit Nenn-
spannungen von Uber 200 kV ublicherweise als einphasig gekapselte Systeme aus-
gelegt sind. Dabei sind die Schaltgerate, wie beispielsweise Leistungsschalter, Trenner
und Erder, sowie weitere Komponenten, wie beispielsweise Freihleitungsanschlijsse, ein-

phasig ausgefihrt und in separatén Gehadusen angeordnet.

Auch die drei Phasenleiter einer Sammelschiene sind in separaten, in der Regel rohr-
férmigen, Gehausen angeordnet. Aufgrund dieser Bauart ergibt sich jedoch ein

vergleichsweise hoher Platzbedarf.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Hochspannungsschaltanlage mit einem

verringerten Platzbedarf anzugeben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaR durch eine Hochspannungsschaltaniage mit den
im Anspruch 1 genannten Merkmalen gel&st.

Eine erfindungsgemaRe gasisolierte Hochspannungsschaltanlage umfasst mindestens
eine drei Phasenleiter aufweisende Sammelschiene, wobei jeder Phasenieiter mit dem
‘Eingang eines ihm zugeordneten Sammelschienentrenners verbunden ist. Dabei sind
die Phasenleiter und die Sammelschienentrenner in einem gemeinsamen dreiphasigen
- Sammelschienenmodul angeordnet. Die erfindungsgeméie Hochspannungsschalt-

anlage umfasst weiterhin drei einphasige Leistungsschalter, welche jeweils in einem

BESTATIGUNGSKOPIE
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separaten Leistungsschaltergehduse angeordnet sind. Jeder Sammelschienentrenner

ist dabei ausgangsseitig mit je einem ihm zugeordneten Leistungsschalter verbunden.

Durch diese Anordnung, bei welcher die drei Phasenieiter einer Sammelschiene und die
zugehdrigen Sammelschienentrenner in einem gemeinsamen Gehause angeordnet
sind, ist der Platzbedarf der Hochspannungsschaltanlage gegeniiber einer

herkémmlichen Hochspannungsschaltanlage vorteilhaft verringert.

Die Aufgabe wird auch durch eine Sammelschienenmodul mit den im Anspruch 7

genannten Merkmalen geldst.

Demgemal weist ein erfindungsgeméales Sammelschienenmodul, in welchem drei
Phasenleiter einer Sammelschiene und drei Sammelschienentrenner angeordnet sind,
und wobei jeder Phasenleiter mit dem Eingang des ihm zugeordneten Sammel-
schienentrenners verbunden ist, drei einphasige Schnittstellen auf, welche jeweils

einem Sammelschienentrenner zugeordnet sind.

Ein solches Sammelschienenmodul gestattet einen direkten und damit vergleichsweise
einfachen Anschluss von drei einpoligen Leistungsschaltern. Eine Zwischenfligung von
zusatzlichen Modulen ist nicht nétig. Der Aufbau der Hochspannungsschaltanlage ist

vereinfacht die Ausfilhrung ist besonders platzsparend.

Die Aufgabe wird auch durch ein Aufteilmodul mit den im Anspruch 9 genannten

Merkmalen geldst.

Ein erfindungsgemafies Aufteiimodul weist mindestens eine dreiphasige Schnittstelle
und drei einphasige Schnittstellen auf. Innerhalb des Aufteilmoduls sind drei Phasen-
leiter von der dreiphasigen Schnittstelle jeweils zu den einphasigen Schnittstellen
gefthrt. |

Ein solches Aufteilmodul gestattet eine Anbindung von einem Sammelschienenmodul
mit einer dreiphasigen Schnittstelle an drei einphasige Leistungsschalter.
Sammelschienenmodule mit einer dreiphasigen Schnittstelle sind fiir Schaltanlagen mit

geringer Nennspannung, insbesondere von 100 kV bis 200 kV, bekannt. Vorteilhaft ist
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mithilfe eines Aufteilmoduls ein bekanntes Sammelschienenmodul in einer

erfindungsgemalen Hochspannungsschaltanlage einsetzbar.

Weiterhin gestattet ein solches Aufteilmodul eine Anbindung von drei einphasigen

Leistungsschaltern an eine dreiphasige Abgangseinheit.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den abhangigen Anspriichen

zu entnehmen.

Anhand der Zeichnungen, in denen Ausflhrungsbeispiele der Erfindung dargestelit
sind, werden die Erfindung, vorteilhafte Ausgestaltungen und Verbesserungen der

Erfindung, sowie weitere Vorteile naher erladutert und beschrieben.

Es zeigen: ‘

Fig. 1 ein Schaltbild eines ersten Abgangsfeldes einer erfindungsgemafiien
Schaltanlage,

Fig. 2 ein Schaltbild eines zweiten Abgangsfeldes einer erfindungsgemafen
Schaltanlage,

Fig. 3 ein Aufteilmodul zum Anschluss an zwei Sammelschienen,

Fig. 4 ein Aufteilmodul zum Anschluss an eine Abgangseinheit und

Fig. 5 ein Schaltbild eines dritten Abgangsfeldes einer erfindungsgemalen
Schaltanlage.

Fig. 1 zeigt ein Schaltbild eines ersten dreiphasigen Abgangsféldes 60 einer erfindungs-
gemalen dreiphasigen Schaltanlage. Die Schaltanlage ist fiir eine Nennspannuhg von
etwa 200 KV bis 250 kV ausgelegt. Aber auch ein Einsatz bei geringerer Nenn-
spannung, beispielsweise von 100 kV bis 200 kV, oder bei hdherer Nennspannung,
beispielsweise von 250 kV bis 400 kV, ist innerhalb des Erfindungsgedankens.

Die gezeigte Schaltanlage ist als metallgekapselte, gasisolierte Hochspannungsschalt-
‘anlage ausgefihrt. Als Isoliergas kommt Schwefelhexafluorid (SF6) zum Einsatz.
Alternativ sind auch Stickstoff (N2) oder Kohlendioxyd (CO2) als Isoliergas einsetzbar.
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Die Schaltanlage weist eine Sammelschiene mit drei Phasenleitern L1, L2, L3 auf. Die
drei Phasenleiter L1, L2, L3 sind im Bereich des ersten Abgangsfeldes 60 innerhalb
eines ersten Sammelschienenmoduls 40 und weiter zu hier nicht dargestellten

Sammelschienenmodulen von benachbarten Feldern gefiihrt.

Das Gehéause des ersten Sammelschienenmoduls 40 ist zylinderférmig ausgebildet,
wobei die Phasenleiter L1, L2, L3 der Sammelschiene parallel zur Mittelachse des

Gehauses des ersten Sammelschienenmoduls 40 gefiihrt sind.

Das erste Sammelschienenmodul 40 weist drei Flanschstutzen 118, 128, 138 zum
Anschluss von Leistungsschaltergehdusen oder anderer Module auf. Diese Flansch-
stutzen sind an der AuBenseite des zylinderformigen Gehauses des ersten Sammel-
schienenmoduls 40 radial vorspringend und entlang einer Mantellinie nebeneinander-

liegend angeordnet.

Weiterhin weist das erste Sammelschienenmodul 40 an jeder Stirnseite seines zylinder-
formigen Gehauses je einen hier nicht gezeigten Flanschstutzen zum Anschluss je
eines weiteren Sammelschienenmoduls oder eines sonstigen Elements, wie

beispielsweise einer Abdeckkappe auf.

Dem ersten Phasenleiter L1 ist ein erster Sammelschienentrenner 11 zugeordnet,
welcher eingangsseitig mit dem ersten Phasenleiter L1 verbunden ist. Der Sammel-
schienentrenner 11 ist dabei ebenfalls innerhalb des ersten Sammelschienenmoduls 40
angeordnet. Entsprechend ist der zweite Phasenleiter L2 mit einem zweiten Sammel-
schienentrenner 21 und der dritte Phasenleiter L3 mit einem dritten Sammel-

schienentrenner 31 verbunden.

Weiterhin ist jedem Sammelschienentrenner 11, 21, 31 je ein hier nicht dargestellter
Erder zugeordnet, welcher mit dem Ausgang des betreffenden Sammeléchienen—
frenners 11, 21, 31 verbunden ist. Die Sammelschienentrenner 11, 21, 31 und die
zugeordneten Erder kdnnen dabei als separate Schaltgerate oder als kombinierte
Trenn-/Erdschalter ausgefihrt sein. Die Sammelschienentrenner 11, 21, 31 sind hierbei
insbesondere als Schubtrenner ausgefiihrt, aber auch eine Ausgestaltung als Dreh-

tfrenner ist denkbar.
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Dem ersten Sammelschienentrenner 11 ist ein erster Leistungsschalters 12 zugeordnet,
mit welchem er ausgangsseitig verbunden ist. Der erste Leistungsschalter 12 ist dabei
in einem separaten ersten Leistungsschaltergehduse 13 angeordnet, welches an dem

ersten Flanschstutzen 118 des ersten Sammelschienenmoduls 40 befestigt ist.

Entsprechend ist dem zweiten Sammelschienentrenner 21 ein zweiter Leistungsschalter
22 zugeordnet. Der zweite Leistungsschalter 22 ist dabei in einem separaten zweiten
Leistungsschaltergehduse 23 angeordnet, welches an dem zweiten Flanschstutzen 128
des ersten Sammelschienenmoduls 40 befestigt ist. Dem dritten Sammel-
schienentrenner 31 ist ein dritter Leistungsschalter 32 zugeordnet. Der dritte
Leistungsschalter 32 ist in einem separaten dritten Leistungsschaltergehduse 33
angeordnet, welches an dem dritten Flanschstutzen 138 des ersten Sammelschienen-

moduls 40 befestigt ist.

Die Verbindungsleiter zwischen den Sammelschienentrennern 11, 21, 31 und den
Leistungsschaltern 12, 22, 32 sind dabei jeweils separat durch je einen der drei

Flanschstutzen des ersten Sammelschienenmoduls 40 gefihrt.

Zudem ist zwischen den Leistungsschaltergehdusen 13, 23, 33 und den drei Flansch-
stutzen 118, 128, 138 des ersten Sammelschienenmoduls 40 je ein Zwischenstlick
einfligbar. Ein solches Zwischenstlick ist beispielsweise als Abzweigstiick ausgebildet
und gestattet so den Anschluss von zwei oder mehr Sammelschienen. Auf diese Art
sind die Leistungsschalter vergleichsweise einfach mit mehreren Sammelschienen
verbindbar. '

An das erste Leistungsschaltergehduse 13 schlie3t ein erstes Abgangsgehause 14 an,
welches in mehrere hier nicht dargestellte hintereinandergeschaltete Segmente
unterteilt ist. In den Segmenten des ersten Abgangsgehauses 14 sind dabei weitere
hier nicht dargestellte Komponenten, wie beispielsweise ein Abgangstrenner und ein
Abgangserder, angeordnet. Das erste Abgangsgehause 14 weist einen ersten

Kabelanschlusspunkt 15 auf, an welchen ein Hochspannungskabel anschlie3bar ist.
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Entsprechend ist das zweite Leistungsschaltergehduse 23 mit einem zweiten Abgangs-
gehause 24 verbunden, welches einen zweiten Kabelanschlusspunkt 25 aufweist, und
das dritte Leiétungsschaltergehéuse 33 ist mit einem dritten Abgangsgehause 34 mit
einem dritten Kabelanschlusspunkt 35 verbunden.

An den Abgangsgehéausen 14, 24, 34 sind hier nicht dargestellte Spannungswandler
angeordnet, welche mit den entsprechenden Phasenleitern L1, L2, L3 verbunden sind

und deren Spannung gegen Erde messen.

Anstelle der Kabelanschlusspunkte 15, 25, 35 kénnen ohne weiteres auch Freiluftdurch-
fuhrungen zum Anschluss an Seile einer Freileitung vorgesehen sein. Auch
Anschlusselemente zum Anschluss eines Transformators sind denkbar und innerhalb

des Erfindungsgedankens.

In Fig. 2 ist ein Schaltbild eines zweiten dreiphasigen Abgangsfeldes 70 einer
erfindungsgemaBen dreiphasigen Schaltanlage gezeigt. Fir gleichartige Bauteile
werden im folgenden die gleichen Bezugszeichen wie in Fig. 1 verwendet. Ahnlich wie
in Fig. 1 verlaufen die drei Phasenleiter L1, L2, L3 einer Sammelschiene innerhalb
eines zweiten, zylinderférmig ausgebildeten Sammelschienenmoduls 41 parallel zur
dessen Mittelachse, und die den Phasenleitern L1, L2, L3 zugeordneten Sammel-
schienentrenner 11, 21, 31 sind innerhalb des Gehé&uses des zweiten Sammelschienen-

moduls 41 angeordnet.

Das zweite Sammelschienenmodul 41 weist einen an der AuRenseite seines Gehduses
angeordneten, radial vorspringenden Flanschstutzen auf, an welchem ein erstes
Aufteilmodul 42 befestigt ist.

Weiterhin weist das zweite Sammelschienenmodul 41 an jeder Stirnseite seines
zylinderférmigen Gehéauses je einen hier nicht gezeigten Flanschstutzen zum Anschluss
e eines weiteren Sammelschienenmoduls oder eines sonstigen Elements, wie

beispielsweise einer Abdeckkappe auf.

Das erste Aufteilmodul 42 besitzt eine erste dreiphasige Schnittstelle 51 mittels der es

an die Ausgange der Sammelschienentrenner 11, 21, 31 angeschlossen ist. Diese erste
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dreiphasige Schnittstelle 51 des ersten Aufteilmoduls 42 umfasst auch einen Flansch-
stutzen, mittels welchem das erste Aufteilmodul 42 mit dem Flanschstutzen des zweiten

Sammelschienenmoduls 41 verbunden, beispielsweise verschraubt, ist.

Das erste Aufteilmodul 42 besitzt weiterhin drei einphasige Schnittstellen 16, 26, 36, an
welche je ein einphasiger Leistungsschalter 12, 22, 32 angeschlossen ist. Auch die
Verbindung zwischen dem Gehé&use des ersten Aufteilmoduls 42 und den Leistungs-

schaltergehdusen 13, 23, 33 ist mittels Flanschstutzen hergestellt.

Samtliche Schaltgerate, wie beispielsweise die Leistungsschalter 12, 22, 32, die
Sammelschienentrenner 11, 21, 31 oder Erder, sind auRerhalb des Gehauses des
ersten Aufteilmoduls 42 angeordnet. Im Innenraum des Aufteilmoduls 42 sind lediglich
starre elektrische Leiter je von den einphasigen Schnittstellen 16, 26, 36 zu der ersten

dreiphasigen Schnittstelle 51 gefuhrt.

Abgangsseitig ist an die Leistungsschaltergehause 13, 23, 33 ein drittes Aufteilmodul 44
angeschlossen. Das dritte Aufteilmodul 44 besitzt hierzu drei einphasige Schnittstellen
18, 28, 38, mittels derer es mit je einem der Leistungsschaltergehduse 13, 23, 33
verbunden ist. Das dritte Aufteiimodul 44 besitzt weiterhin eine zweite dreiphasige
Schnittstelle 52, an welche eine dreiphasige Abgangseinheit 46 angeschlossen ist.

Die Abgangseinheit 46 ist in mehrere, hier nicht dargestellte, hintereinandergeschaltete
Segmente unterteilt, in welchen weitere hier nicht dargestellte Komponenten, wie
beispielsweise drei Abgangstrenner, drei Abgangserder und drei Schnellerder
angeordnet sind. An der Abgangseinheit 46 ist ein hier nicht dargestellter dreiphasiger
Spannungswandler befestigt, welcher die Spannungen der Leiter gegeneinander

und/oder die Spannungen der Leiter gegen Erde misst.

' Die Abgangseinheit 46 umfasst weiterhin abgangsseitig eine hier nicht gezeigte drei-
phasige Anschlussstelle mit drei Kabelanschlusspunkten zum Anschluss eines Hoch-
spannungskabels. Ebenso sind auch eine dreiphasige Freiluftdurchfiihrung zum

- Anschluss an Seile einer Freileitung oder ein dreiphasiges Anschiusselement zum

Anschluss eines Transformators denkbar.
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Alternativ zu der abgangsseitig gelegenen dreiphasigen Anschlussstelle sind auch drei
einphasige Anschlussstellen realisierbar, beispielsweise zum Anschluss von Hoch-

spannungskabeln.

Schaltgerate, wie beispielsweise die Leistungsschalter 12, 22, 32, Abgangstrenner oder
Abgangserder, sind auRerhalb des Gehauses des dritten Aufteilmoduls 44 angeordnet.
Im Innenraum des dritten Aufteilmoduls 44 sind lediglich starre elektrische Leiter je von
den einphasigen Schnittstellen 18, 28, 38 zu der zweiten dreiphasigen Schnittstelle 52
gefuhrt.

In Fig. 3 ist ein zweites Aufteilmodul 43 mit einer dritten dreiphasigen Schnittstelle 53
und einer vierten dreiphasigen Schnittstelle 54 dargestellt. Die dreiphasigen Schnitt-
stellen 53, 54 dienen zum Anschluss an je eine Sammelschiene. Das zweite Aufteil-
modul 43 besitzt dabei ein zylinderférmiges Gehause, dessen Mittelachse senkrecht zur

Bildebene verlauft.

An der nach auf3en weisenden Seite dieses zylinderférmigen Gehéuses ist die dritte
dreiphasige Schnittstelle 53 angebracht. Die dritte dreiphasige Schnittstelle 53 umfasst
neben den drej elektrischen Phasenleiter L1, L2, L3 einen Flanschstutzen zur
Befestigung an einem hier nicht gezeigten zweiten Sammelschienenmodul 41. Die drei
elektrischen Phasenleiter L1, L2, L3 durchgreifen den Flanschstutzen der dritten
dreiphasigen Schnittstelle 53 und sind mit Sammelschienentrennern eines Sammel-

schienenmoduls verbindbar.

Weiterhin ist an der nach auen weisenden Seite des zylinderférmigen Gehauses des
zweiten Aufteilmoduls 43 die vierte dreiphasige Schnittstelle 54 angebracht, welche
ebenfalls drei elektrische Phasenleiter L1, L2, L3 sowie einen Flanschstutzen zur
Befestigung an einem hier nicht gezeigteﬁ Sammelschienenmodul aufweist. Die drei
elektrischen Phasenleiter L1, L2, L3 durchgreifen den Flanschstutzen der vierten
dreiphasigen Schnittstelle 54 und sind mit Sammelschienentrennern eines Sammel-

schienenmoduls verbindbar.

Weiterhin befinden sich an der nach auBen weisenden Seite des zylinderfésrmigen
Gehauses des zweiten Aufteilmoduls 43, in diesem Beispiel der dritten dreiphasigen
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Schnittstelle 53 diametral gegenliberliegend, eine siebte einphasige Schnittstelle 116,
eine achte einphasige Schnittstelle und eine neunte einphasige Schnittstelle. Diese drei
einphasigen Schnittstellen weisen jeweils einen Flanschstutzen zur Befestigung je eines
hier nicht gezeigten Leistungsschaltergehduses auf. In der gezeigten Darstellung ist nur
die siebte einphasige Schnittstelle 116 sichtbar, die achte einphasigen Schnittstelle und
die neunte einphasige Schnittstelle sind durch die siebte einphasige Schnittstelle 116

verdeckt.

Der erste elektrische Phasenleiter L1 durchgreift den Flanschstutzen der siebten
einphasigen Schnittstelle 116 und ist mit einem einphasigen Leistungsschalter

verbindbar.

Entsprechend durchgreift der zweite elektrische Phasenleiter L2 den Flanschstutzen der
hier nicht sichtbaren achten einphasigen Schnittstelle und ist mit einem einphasigen
Leistungsschalter verbindbar, und der dritte elektrische Phasenleiter 1.3 durchgreift den
Flanschstutzen der hier nicht sichtbaren neunten einphasigen Schnittstelle und ist

ebenfalls mit einem einphasigen Leistungsschalter verbindbar.

Der siebten einphasigen Schnittstelle 116 ist ein siebter Stromwandler 117 zugeordnet,
welcher innerhalb des Gehauses des zweiten Aufteilmoduls 43 im Nahbereich der
siebten einphasigen Schnittstelle 116 angeordnet ist und den ersten Phasenleiter L1

umschlief’t.

Entsprechend ist der achten einphasigen Schnittstelle ein achter Stromwandler
zugeordnet, welcher innerhalb des Gehauses des zweiten Aufteilmoduls 43 im Nah-
bereich der achten einphasigen Schnittstelle angéordnet ist und den Phasenleiter L2
umschlie3t. Der neunten einphasigen Schnittstelle ist ein neunter Stromwandler
zugeordnet, welcher innerhalb des Gehauses des zweiten Aufteilmoduls 43 im Nah;
bereich der neunten einphasigen Schnittstelle angeordnet ist und den Phasenleiter L3
umschlieft.

In der gezeigten Darstellung sind der Abschnitt des Phasenleiters L2, welcher durch die
achte einphasige Schnittstelle verlauft, und der Abschnitt des Phasenleiters L3, welcher

durch die neunte einphasige Schnittstelle verlauft, nicht sichtbar, da sie von dem ersten
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Phasenleiter L1 verdeckt sind. Ebenso sind der achte Stromwandler und der neunte

Stromwandler durch den siebten Stromwandler 117 verdeckt.

Das zweite Aufteilmodul 43 weist in diesem Beispiel zwei dreiphasige Schnittstellen 53,
54 auf. Es ist jedoch auch denkbar, dass ein Aufteilmodul nur eine oder mehr als zwei,

beispielsweise drei, dreiphasige Schnittstellen aufweist.

In Fig. 4-ist das dritte Aufteilmodul 44 zum Anschluss an eine Abgangseinheit dar-
gestellt. Das dritte Aufteilmodul 44 weist eine zweite dreiphasige Schnittstelle 52 auf,
welche neben den drei elektrischen Phasenleiter L1, L2, L3 einen Flanschstutzen zur

Befestigung einer hier nicht gezeigten Abgangseinheit aufweist.

Weiterhin hat das dritte Aufteilmodul 44 eine vierte einphasige Schnittstelle 18, eine
funfte einphasige Schnittstelle 28 und eine sechste einphasige Schnittstelle 38. Die drei
einphasigen Schnittstellen 18, 28, 38 umfassen jeweils einen Flanschstutzen zur

Befestigung je eines hier nicht gezeigten Leistungsschaltergehduses.

Ein Leiterabschnitt des ersten Phasenleiters L1 durchgreift den Flanschstutzen der
zweiten dreiphasigen Schnittstelle 52 und ist durch den Innenraum des Gehéauses des
dritten Aufteilmoduls 44 zu der vierten einphasigen Schnittstelle 18 gefiihrt, die er

ebenfalls durchgreift.

Ein Leiterabschniit des zweiten Phasenleiters L2 durchgreift den Flanschstutzen der
zweiten dreiphasigen Schnittstelle 52 und ist durch den Innenraum des Geh&uses des
dritten Aufteilmoduls 44 zu der funften einphasigen Schnittstelle 28 gefiihrt, die er
ebenfalls durchgreift. Entsprechend durchgreiﬁ ein Leiterabschnitt des dritten Phasen-
leiters L3 den Flanschstutzen der zweiten dreiphasigen Schnittstelle 52 und ist durch
den Innenraum des Gehauses des dritten Aufteilmoduls 44 zu der sechsten ein-

phasigen Schnittstelle 38 geflhrt, die er ebenfalls durchgreitt.

Ein vierter Stromwandler 19, welcher der vierten einphasigen Schnittstelle 18
zugeordnet ist, ist innerhalb des dritten Aufteilmoduls 44 im Nahbereich der vierten ein-

phasigen Schnittstelle 18 angeordnet und umschlieft den ersten Phasenleiter L1.
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Entsprechend ist der finften einphasigen Schnittstelle 28 ein funfter Stromwandler 29
zugeordnet, welcher den Phasenleiter L2 umschliet, und der sechsten einphasigen
Schnittstelle 38 ist ein sechster Stromwandler 39 zugeordnet, welcher den Phasenleiter
L3 umschlief3t.

Im gezeigten Beispiel ist die zweite dreiphasige Schnittstelle 52 an der den einphasigen
Schnittstellen 18, 28, 38 diametral gegeniiberliegenden Seite des Geh&uses des dritten
Aufteilmoduls 44 angeordnet. Auch andere Anordnungen sind denkbar. Beispielsweise
ist die dreiphasige Schnittstelle 52 so anordenbar, dass ihre Mittelachse mit den
Mittelachsen der einphasigen Schnittstellen 18, 28, 38 einen rechten Winkel bildet.

In Fig. 5 ist ein Schaltbild eines dritten dreiphasigen Abgangsfeldes 80 einer erfindungs-
gemaBen dreiphasigen Schaltanlage dargestellt. Das dritte Abgangsfeld 80 weist dabei
ein zweites Sammelschienenmodul 41 auf. An der AuRenseite des zylinderférmigen
Gehauses des zweiten Sammelschienenmoduls 41 ist ein radial vorspringender
Flanschstutzen angebracht, an welchem ein erstes Aufteilmodul 42 mittels des Flansch-

stutzens seiner ersten dreiphasigen Schnittstelle 51 befestigt ist.

An die einphasigen Schnittstellen 16, 26, 36 des ersten Aufteilmoduls 42 ist je ein ein-
phasiger Leistungsschalter 12, 22, 32 angeschlossen. An die Leistungsschaltergehduse
13, 23, 33 der einphasigen Leistungsschalter 12, 22, 32 schlieBen dabei je ein
einphasiges Abgangsgehause 14, 24, 25 an.
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L1: erster Phasenleiter
L2: zweiter Phasenleiter
L3: dritter Phasenleiter
11: erster Sammelschienentrenner
12: erster Leistungsschalter
13: erstes Leistungsschaltergehduse
14: erstes Abgangsgehause
15: erster Kabelanschlusspunkt
16: erste einphasige Schnittstelle
17: erster Stromwandler
18: vierte einphasige Schnittstelle
19: vierter Stromwandler
116: siebte einphasige Schnittstelle
117:  siebter Stromwandler
118:  erster Flanschstutzen
21: zweiter Sammelschienentrenner
22: zweiter Leistungsschalter
23: zweites Leistungsschaltergehause
24: zweites Abgangsgehause
25: zweiter Kabelanschlusspunkt
26: zweite einphasige Schnittstelle
27 zweiter Stromwandler
28: funfte einphasige Schnittstelle
20: flnfter Stromwandler
128:  zweiter Flanschstutzen

31:
32:
33:
34.
35:
36:
37:
38:
39:

138:

40:
41:
42:
43:
44.
46:

51:

53:
54:

60:

80:

dritter Sammelschienentrenner
dritter Leistungsschaliter

drittes Leistungsschaltergehause
drittes Abgangsgehause

dritter Kabelanschlusspunkt
dritte einphasige Schnittstelie
dritter Stromwandler

sechste einphasige Schnittstelle
sechster Stromwandler

dritter Flanschstutzen

erstes Sammelschienenmodul
zweites Sammelschienenmodul
erstes Aufteilmodul

zweites Aufteilmodul

drittes Aufteilmodul
Abgangseinheit

erste dreiphasige Schnittstelle
zweite dreiphasige Schnittstelle
dritte dreiphasige Schnittstelle
vierte dreiphasige Schnittstelle |

erstes Abgangsfeld
zweites Abgangsfeld
drittes Abgangsfeld
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Patentanspriiche

Gasisolierte Hochspannungsschaltanlage, mit mindestens einer drei Phasenleiter
(L1, L2, L3) aufweisenden Sammelschiene, wobei jeder Phasenleiter (L1, L2, L3)
mit dem Eingang eines ihm zugeordneten Sammelschienentrenners (11, 21, 31)
verbunden ist, wobei die Phasenleiter (L1, L2, L3) und die Sammelschienen- -
trenner (11, 21, 31) in einem dreiphasigen Sammelschienenmodul (40, 41)
angeordnet sind, und mit drei einphasigen Leistungsschaltern (12, 22, 32), welche
je in einem separaten Leistungsschaltergehause (13, 23, 33) angeordnet sind,
wobei jeder Sammelschienentrenner (11, 21, 31) ausgangsseitig mit je einem ihm

zugeordneten Leistungsschalter (12, 22, 32) verbunden ist.

Hochspannungsschaltanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sammelschienentrenner (11, 21, 31) in dem Sammelschienenmodul (40, 41) und
die Leistungsschalter (12, 22, 32) einem Sammelschienenabzweig zugeordnet

sind.

Hochspannungsschaltaniage nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hochspannungsschaltanlage mindestens ein
Aufteilungsmodul aufweist, welches mindestens eine dreiphasige Schnittstelle (51,
52, 53, 54) und drei einphasige Schnittstellen (16, 26, 36, 18, 28, 38) und drei
Phasenleiter (L1, L2, L3) aufweist, wobei jeweils einer der Phasenleiter (L1, L2,
L3) von der mindestens einen dreiphasigeh Schnittstelle (51, 52, 53, 54) zu je
einer der einphasigen Schnittstellen (16, 26, 36, 18, 28, 38) gefiihrt ist.

Hochspannungsschaltanlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
dem Sammelschienenmodul (41) und den Leistungsschaltern (12, 22, 32) ein
erstes Aufteilungsmodul zwischengeschaltet ist, welches als Aufteilmodul (42, 43,
44) ausgefihrt ist.
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Hochspannungsschaltanlage nach einem der Anspriiche 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass einer dreiphasigen Abgangseinheit (46) und den
Leistungsschaltern (12, 22, 32) ein zweites Aufteilungsmodul zwischengeschaltet
ist, welches als Aufteilmodul (42, 43, 44) ausgefiihrt ist.

Hochspannungsschaltanlage nach einem der vorstehenden Ansprijche, dadurch
gekennzeichnet, dass jedem Leistungsschalter (12, 22, 32) mindestens zwei
Stromwandler zugeordnet sind, wobei mindestens ein Stromwandler (17, 27, 37)
eingangsseitig und mindestens ein Stromwandler (19, 29, 39) ausgangsseitig des

jeweiligen Leistungsschalters (12, 22, 32) angeordnet sind.

Sammelschienenmodul (40) fur eine gasisolierte Hochspannungsschaltanlage, mit
drei Phasenleitern (L1, L2, L3) und mit drei Sammelschienentrennern (11, 21, 31),
welche in einem gemeinsamen Gehéduse angeordnét sind, wobei jeder
Phasenleiter (L1, L2, L3) mit dem Eingang des ihm zugeordneten Sammel-
schienentrenners (11, 21, 31) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedem
Sammelschienentrenner (11, 21, 31) ausgangsseitig eine einphasige Schnittstelle

zugeordnet ist.

Sammelschienenmodul (40) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Phasenleiter (L1, L2, L3) mit den Phasenleitern (L1, L2, L3) von zwei weiteren

Sammelschienenmodulen (40, 41) verbindbar sind.

Aufteilmodul (42, 43, 44) fur eine gasisolierte Hochspannungsschaltanlage,
welches mindestens eine dreiphasige Schnittstelle (51, 52, 53,' 54) und drei ein-
phasige Schnittstellen (16, 26, 36, 18, 28, 38) aufweist, mit drei Phasenleitern (L1,
L2, L3), wobei jeweils einer der Phasenleiter (L1, L2, L3) von der mindestens
einen dreiphasigen Schnittstelle (51, 52, 53, 54) zu je einer der einphasigen
Schnittstellen (16, 26, 36, 18, 28, 38) geﬁ]hrt ist.

Aufteilmodul (42, 43, 44) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass im
Innenraum des Gehauses des Aufteilmoduls (42, 43, 44) Schaltgerate vermieden

sind.
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Aufteilmodul (42, 43, 44) nach einem der Anspriiche 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Innenraum des Gehauses des Aufteilmoduls (42, 43, 44) jedem
Phasenleiter (L1, L2, L.3) mindestens ein Stromwandler (17, 27, 37, 19, 29, 39)
zugeordnet ist.

Aufteilmodul (42, 43, 44) nach Anspruch 11, dadurch gekennzéichnet, dass fur
jeden Phasenleiter (L1, L2, L3) mindestens einer der Stromwandler (17, 27, 37,
19, 29, 39) im Nahbereich von dessen einphasiger Schnittstelle (16, 26, 36, 18,
28, 38) angeordnet ist.

Aufteilmodul (42, 44) nach einem der Anspriiche 9 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufteilmodul (42, 44) genau eine dreiphasige Schnittstelle (51,
52) aufweist.
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siehe Zusatzblatt

Da der Anmelder alle erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtst hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alie recherchierbaren Anspriiche.

Da fir alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeflihrt werden konnte, der eine
zuséizliche Recherchengebiihr gerechtfertigt hétte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung einer solchen Gebithr aufgefordert.

Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, flr die Gebiihren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriiche Nr.

Der Anmelder hat die erforderlichen zusdtzlichen Recherchengeblihren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher—
chenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwéhnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspriichen er-
fant:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs D Die zusétzlichen Gebihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.

D Die Zahlung zusétzlicher Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Forisetzung von Biatt 1 (2)) (Januar 2004)
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Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthdlt,
namlich:

1. Anspriiche: 1-8

Sammelschienenmodul und damit versehene gasisolierte
Hochspannungsschaltanlage

2. Anspriiche: 9-13
Aufteiimodul
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